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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる色を表示する４個の副画素、を含む画素、
　前記画素にゲート信号を伝達し、第１制御電極を有する２本のゲート線、
　前記２本のゲート線より分離されている第２制御電極、
　前記第２制御電極と少なくとも一部が重畳している半導体、
　前記画素にデータ信号を伝達する２本のデータ線、及び、
　前記画素に駆動電圧を伝達する駆動電圧線を有し、
　前記駆動電圧線は前記２本のデータ線と平行である第１部分と、前記２本のゲート線と
平行である第２部分とを有し、
　前記半導体は前記駆動電圧線の第１部分及び第２部分と少なくとも一部分が重畳する部
分を有し、
前記駆動電圧線の第１部分は前記４個の副画素のうち、左側の２個の副画素と対応する左
側部と右側の２個の副画素と対応する右側部とに区分され、前記左側の２個の副画素と対
応する前記半導体は前記駆動電圧線の第１部分の左側部と重畳し、前記駆動電圧線の第１
部分の右側部とは重畳せず、
　前記駆動電圧線の第２部分は前記４個の副画素のうち、上側の２個の副画素と対応する
上側部と下側の２個の副画素と対応する下側部とに区分され、前記上側の２個の副画素と
対応する前記半導体は前記駆動電圧線の第２部分の下側部と重畳し、前記駆動電圧線の第
２部分の上側部とは重畳しない有機発光表示装置。
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【請求項２】
　前記４個の副画素の各々は、赤色、緑色、青色、及び白色を表示し、前記４個の副画素
は２行２列の碁盤模様に配置されている請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記２本のゲート線の一方は第１行の副画素にゲート信号を伝達し、他方は第２行の副
画素にゲート信号を伝達する請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　前記２本のゲート線は、同じ波形のゲート信号を異なるタイミングで伝達する請求項３
に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記２本のゲート線の一方は第１行の副画素の上側に形成され他方は第２行の副画素の
下側に形成されている、請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記２本のデータ線の一方は第１列の副画素にデータ信号を伝達し、他方は第２列の副
画素にデータ信号を伝達する請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記２本のデータ線の一方は第１列の副画素の左側に形成され、他方は第２列の副画素
の右側に形成されている請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記駆動電圧線が第１列の副画素と第２列の副画素との間に形成されている請求項２に
記載の有機発光表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機発光表示装置に関し、特に画素の積層構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モニターやテレビなどの表示装置の軽量化及び薄形化が急速に進み、従来の陰極
線管（ＣＲＴ）が、特に液晶表示装置（ＬＣＤ）により駆逐されつつある。しかし、液晶
表示装置には、表示パネルとは別にバックライト等の外部光源が必要である。更に、応答
速度の向上や視野角の拡大等、改善されるべき多くの問題点が残されている。
【０００３】
　表示装置に対する軽量化や薄型化への要求に応えることができ、かつ、液晶表示装置の
持つ上記の問題点を克服することができる表示装置としては、有機発光表示装置（organi
c　light　emitting　diode　display：ＯＬＥＤ）が注目されている。有機発光表示装置
は二つの電極とそれらの間に位置する発光層とを含む。発光層は、三原色（赤、緑、青）
などの基本色のいずれか一つで発光する有機物質から成る。発光層では、一方の電極から
注入された電子が他方の電極から注入された正孔と結合して励起子を形成する。更に、そ
の励起子が消滅するとき、それに伴って放出されるエネルギーにより発光が生じる。各発
光層から放出された色光の組み合わせで、所望の色相のカラー映像が画面に表示される。
このように、有機発光表示装置は自発光型であるので、液晶表示装置とは異なり、別の光
源が不要である。従って、消費電力の低減に有利である。その他に、応答速度、視野角、
及びコントラスト比も液晶表示装置より優れている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、有機発光表示装置には次のような課題がある。
　有機発光表示装置では液晶表示装置とは異なり、各画素の発光層に駆動電流を供給する
ための配線（以下、駆動電圧線という）が必要である。従って、表示パネル全体で配線の
占める面積の割合が比較的高い。その結果、従来の有機発光表示装置では、画素の開口率
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を更に向上させることが困難である。
【０００５】
　有機発光表示装置では更に、画面が大きいほど、一定の明るさを表現するために必要な
電流量が増加する。各画素での電流量の増加は電圧降下量の増大を伴うので、画素に実際
に印加される駆動電圧の変動量が増大する。駆動電圧の変動を抑えるには駆動電圧線の電
流容量を増大させる必要がある。しかし、従来の有機発光表示装置では駆動電圧線の幅が
画素の開口率で制限される。従って、特に大画面の有機発光表示装置では各画素での電圧
降下量が比較的大きいので、各画素に実際に印加される駆動電圧が駆動電圧線ごとに比較
的大きく変動しやすく、特に画素間でのクロストークが発生しやすい。その結果、画面全
体での画質の均一性を更に向上させることが困難である。
【０００６】
　本発明の目的は、信号線や駆動電圧線の配置の工夫により、画素の開口率や収率を更に
向上させることができ、かつ、駆動電圧線間での駆動電圧の変動を抑えることにより、画
面の大きさに関わらず、画面全体での画質の均一性を更に向上させることができる有機発
光表示装置、を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一つの観点による有機発光表示装置は、
　異なる色を表示する４個の副画素、を含む画素、
　その画素にゲート信号を伝達し、第１制御電極を有する２本のゲート線、
　それら２本のゲート線より分離されている第２制御電極、
　その第２制御電極と少なくとも一部が重畳している半導体、
　その画素にデータ信号を伝達する２本のデータ線、及び、
　その画素に駆動電圧を伝達する駆動電圧線を有し、
　その駆動電圧線はその２本のデータ線と平行である第１部分と、その２本のゲート線と
平行である第２部分とを有し、
　その半導体はその駆動電圧線の第１部分及び第２部分と少なくとも一部分が重畳する部
分を有し、
その駆動電圧線の第１部分はその４個の副画素のうち、左側の２個の副画素と対応する左
側部と右側の２個の副画素と対応する右側部とに区分され、その左側の２個の副画素と対
応するその半導体はその駆動電圧線の第１部分の左側部と重畳し、その駆動電圧線の第１
部分の右側部とは重畳せず、その駆動電圧線の第２部分はその４個の副画素のうち、上側
の２個の副画素と対応する上側部と下側の２個の副画素と対応する下側部とに区分され、
その上側の２個の副画素と対応するその半導体はその駆動電圧線の第２部分の下側部と重
畳し、その駆動電圧線の第２部分の上側部とは重畳しない。
　好ましくは、４個の副画素の各々が、赤色、緑色、青色、及び白色を表示し、それら４
個の副画素が２行２列の碁盤模様に配置されている。その場合、更に好ましくは、各画素
では、２本のゲート線の一方が第１行の副画素にゲート信号を伝達し、他方が第２行の副
画素にゲート信号を伝達する。ここで、それら２本のゲート線は、同じ波形のゲート信号
を異なるタイミングで伝達する。好ましくは、各画素では、２本のゲート線の一方が第１
行の副画素の下側に形成され、他方が第２行の副画素の下側に形成されている。一方、各
画素では、２本のデータ線の一方が第１列の副画素にデータ信号を伝達し、他方が第２列
の副画素にデータ信号を伝達する。更に好ましくは、それら２本のデータ線の一方が第１
列の副画素の左側に形成され、他方が第２列の副画素の右側に形成されている。本発明に
よるこの有機発光表示装置では特に好ましくは、各画素で駆動電圧線が第１列の副画素と
第２列の副画素との間に形成されている。すなわち、第１列の副画素と第２列の副画素と
の間で一つの駆動電圧線が共有されている。
 
【０００８】
　本発明の別の観点による有機発光表示装置は、
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　異なる色を表示する第１副画素、第２副画素、第３副画素、及び第４副画素、を含む画
素、
　その画素にゲート信号を伝達するゲート線、
　その画素にデータ信号を伝達するデータ線、
　その画素に駆動電圧を伝達し、データ線と実質的に平行に延びている第１駆動電圧線、
並びに、
　第１駆動電圧線に連結され、ゲート線と実質的に平行に延びている第２駆動電圧線、を
有する。好ましくは、第１駆動電圧線の材質がデータ線の材質と同一であり、第２駆動電
圧線の材質がゲート線の材質と同一である。すなわち、第１駆動電圧線がデータ線と同じ
導体層から形成され、第２駆動電圧線がゲート線と同じ導体層から形成されている。好ま
しくは、第１駆動電圧線及び第２駆動電圧線が接触孔を介して直結している。更に好まし
くは、第１駆動電圧線と第２駆動電圧線とが連結部材を介して連結されている。
【０００９】
　好ましくは、第１駆動電圧線と第２駆動電圧線との一方又は両方が画素の中央、すなわ
ち、第１列の副画素と第２列の副画素との間、又は第１行の副画素と第２行の副画素との
間を横切る。好ましくは、第１乃至第４副画素の各々が、赤色、緑色、青色、及び白色を
表示する。好ましくは、第１副画素及び第２副画素が第１駆動電圧線に対して互いに対称
であり、第３副画素及び第４副画素が第１駆動電圧線に対して対称である。一方、第１副
画素及び第３副画素が第２駆動電圧線に対して互いに対称であり、第２副画素及び第４副
画素が第２駆動電圧線に対して互いに対称である。
【００１０】
　本発明の他の観点による有機発光表示装置は、
　異なる色を表示する第１副画素、第２副画素、第３副画素、及び第４副画素、を含む画
素、
　基板、
　その基板の上に形成され、複数の開口部を含む遮光部材、
　その基板の上に形成され、画素にゲート信号を伝達するゲート線、
　ゲート線と交差し、画素にデータ信号を伝達するデータ線、並びに、
　画素に駆動電圧を伝達し、遮光部材と電気的に連結されている駆動電圧線、を有する。
好ましくは、遮光部材に対して駆動電圧が印加される。好ましくは、遮光部材が金属から
成る。好ましくは、本発明による上記の有機発光表示装置が、遮光部材の開口部を覆って
いる有機発光部材、又は、遮光部材とゲート線との間に形成されている第１絶縁膜、をさ
らに有する。好ましくは、第１乃至第４副画素の各々が、赤色、緑色、青色、及び白色を
表示する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一つの観点による有機発光表示装置では、駆動電圧線が、各画素に含まれる第
１列の副画素と第２列の副画素との間に形成され、第１列の副画素と第２列の副画素との
間で共有されている。それにより、駆動電圧線の総数を抑え、画素の開口率を向上できる
。
【００１２】
　本発明の別の観点による有機発光表示装置では、第１駆動電圧線がデータ線と平行に延
び、第２駆動電圧線がゲート線と平行に延び、それらが互いに連結されている。それによ
り、第１駆動電圧線と第２駆動電圧線との全体では電流容量が十分に大きいので、個々の
駆動電圧線の幅が小さくても駆動電圧が安定に維持される。更に、第１駆動電圧線を第１
列の副画素と第２列の副画素との間に配置し、第２駆動電圧線を第１行の副画素と第２行
の副画素との間に配置することにより、画素の開口率を高く維持したまま、それら２種類
の駆動電圧線を配置できる。
【００１３】
　本発明の他の観点による有機発光表示装置では、遮光部材が駆動電圧線と電気的に連結
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されている。それにより、遮光部材の電流容量で駆動電圧線の電流容量を補うことができ
るので、駆動電圧線の幅を小さく維持したまま、すなわち画素の開口率を高く維持したま
ま、駆動電圧を安定化できる。
【００１４】
　以上述べた通り、本発明による有機発光表示装置では、画素の開口率を高く維持したま
ま、各画素に伝達される駆動電圧を十分に安定化できる。従って、従来の有機発光表示装
置とは異なり、画面の大きさに関わらず、画素の開口率を高く維持したまま、画面全体で
の画質の均一性を更に向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、添付した図面を参照しながら、本発明の好適な実施例について詳細に説明する。
　図1に示したように、本発明の第１実施例による有機発光表示装置は、表示パネル300、
それに連結された走査駆動部400とデータ駆動部500、及びそれらの駆動部を制御する信号
制御部600を含む。
【００１６】
　表示パネル300は、複数の表示信号線G1－Gn、D1－Dm、複数の駆動電圧線（図示せず）
、及び、それらに連結され、マトリックス状に配列されている複数の画素PXを含む。表示
信号線は、走査信号を伝達する複数の走査信号線G1－Gnと、データ電圧を伝達する複数の
データ線D1－Dmとを含む。走査信号線G1－Gnは、画素マトリックスの行方向に沿って互い
にほぼ平行に延び、互いに分離されている。データ線D1－Dmは、画素マトリックスの列方
向に沿って互いにほぼ平行に延び、互いに分離されている。駆動電圧線は各画素PXに駆動
電圧Vddを伝達する。
【００１７】
　図2に示したように、各画素PXは好ましくは、２行２列の碁盤模様に配列された４個の
副画素PXa、PXb、PXc、PXdを含む。各副画素PXa、PXb、PXc、PXdは、赤色、緑色、青色、
及び白色のいずれかを表示する。各画素PXには、上部走査信号線Giと下部走査信号線Gi＋
1、左側データ線Djと右側データ線Dj＋1、及び、駆動電圧線VLが接続されている。駆動電
圧線VLは好ましくは、データ線Dj、Dj＋1に対して平行に延びている。更に好ましくは、
上部走査信号線Giは第１副画素PXa及び第２副画素PXbの下を通過し、第１副画素PXa及び
第２副画素PXbにゲート信号を伝達する。下部走査信号線Gi＋1は第３副画素PXc及び第４
副画素PXdの下を通過し、第３副画素PXc及び第４副画素PXdにゲート信号を伝達する。左
側データ線Djは第１副画素PXa及び第３副画素PXcの左側を通過し、第１副画素PXa及び第
３副画素PXcにデータ信号を伝達する。右側データ線Dj＋1は第２副画素PXb及び第４副画
素PXdの右側を通過し、第２副画素PXb及び第４副画素PXdにデータ信号を伝達する。駆動
電圧線VLは第１乃至第４副画素PXa、PXb、PXc、PXdに駆動電圧を伝達し、第１副画素PXa
と第２副画素PXbとの間を通過し、第３副画素PXcと第４副画素PXdとの間を通過する。
【００１８】
　図2に示すように、各副画素PXa、PXb、PXc、PXdは、有機発光ダイオードLD、駆動トラ
ンジスタQd、キャパシタCst、及びスイッチングトランジスタQsを含む。駆動トランジス
タQdの制御端子はスイッチングトランジスタQs及びキャパシタCstに連結され、入力端子
は駆動電圧線VLに連結され、出力端子は有機発光ダイオードLDに連結されている。スイッ
チングトランジスタQsの制御端子は走査信号線Giに連結され、入力端子はデータ線Djに連
結され、出力端子はキャパシタCst及び駆動トランジスタQdに連結されている。キャパシ
タCstはスイッチングトランジスタQsと駆動電圧線VLとの間に連結されている。キャパシ
タCstは、スイッチングトランジスタQsから印加されるデータ電圧により充電され、所定
の時間、両端電圧をデータ電圧と等しく維持する。有機発光ダイオードLDのアノードは駆
動トランジスタQdに連結され、カソードの電圧は共通電圧Vssに維持されている。有機発
光ダイオードLDは、駆動トランジスタQdから供給される駆動電流ILDの大きさに応じた強
さで発光する。駆動電流ILDの大きさは、駆動トランジスタQdの制御端子と出力端子との
間の電圧Vgsの大きさに依存する。
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【００１９】
　スイッチングトランジスタQs及び駆動トランジスタQdは好ましくは、非晶質シリコンま
たは多結晶シリコンを含む、n－チャンネル電界効果トランジスタ（field　effect　tran
sistor、ＦＥＴ）から成る。その他に、p－チャンネルＦＥＴから構成されていても良い
。但し、p－チャンネルＦＥＴとn－チャンネルＦＥＴとは互いに相補的であるので、両ト
ランジスタQs、Qdをp－チャンネルＦＥＴで構成する場合は、それぞれの電圧及び電流の
極性がn－チャンネルＦＥＴで構成した場合の電圧及び電流の極性とは反対に設定される
。
【００２０】
　次に、図3乃至図5を参照しながら、図2に示した有機発光表示装置の構造の詳細につい
て説明する。
　図3に示されているように、第１実施例による有機発光表示装置では一つの画素が、２
行２列の碁盤模様に配列された、第１副画素PXa、第２副画素PXb、第３副画素PXc、及び
第４副画素PXdから成る。
【００２１】
　透明なガラスまたはプラスチックから成る絶縁基板110の上に、複数のゲート導電体が
形成されている。ゲート導電体は、第１制御電極124aを含む複数のゲート線121、及び、
複数の第２制御電極124bから成る。ゲート線121は上部ゲート線1211及び下部ゲート線121
2の２種類から成り、画素マトリックスの行方向に延びている。上部ゲート線1211及び下
部ゲート線1212は第１乃至第４副画素PXa、PXb、PXc、PXdを隔てて各画素の上下（画素マ
トリックスの列方向での各画素の両端部）に配置されている。各ゲート線121の端部129は
面積が広く、他の層または外部の走査駆動部400（図1参照）に接続されている。第１制御
電極124aは各副画素に一つずつ設けられ、ゲート線121から上側に延びている（図3とは異
なり、下側に延びていても良い）。走査駆動部400が基板110の上に集積化されている場合
、ゲート線121が走査駆動部400と直結しても良い。第２制御電極124bはゲート線121から
は分離されている。第２制御電極124bは隣接する副画素の対（PXaとPxb、PXcとPXd）に一
つずつ設けられている。各第２制御電極124bは更に、第１副画素PXaと第２副画素PXbとの
間、又は第３副画素PXcと第４副画素PXdとの間で画素マトリックスの列方向に延びている
維持電極127を含む。
【００２２】
　ゲート導電体121、124bは好ましくは、アルミニウム（Al）やアルミニウム合金などの
アルミニウム系金属、銀（Ag）や銀合金などの銀系金属、銅（Cu）や銅合金などの銅系金
属、モリブデン（Mo）やモリブデン合金などのモリブデン系金属、クロム（Cr）、タンタ
ル（Ta）、又はチタニウム（Ti）などから成る。更に好ましくは、ゲート導電体121、124
bは、物理的性質の異なる二つの導電膜（図示せず）を含む。一方の導電膜は、比抵抗の
低い金属（好ましくは、アルミニウム系金属、銀系金属、銅系金属など）で形成され、信
号遅延や電圧降下を低減させる。他方の導電膜は好ましくは、ＩＴＯ（酸化インジウムス
ズ）及びＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）との物理的、化学的、電気的接触特性に優れた物
質（好ましくは、モリブデン系金属、クロム、チタニウム、タンタルなど）で形成されて
いる。このような組み合わせの良い例としては、クロム下部膜とアルミニウム（合金）上
部膜との組み合わせ、及び、アルミニウム（合金）下部膜とモリブデン（合金）上部膜と
の組み合わせが知られている。尚、ゲート導電体121、124bは、その他にも多様な金属ま
たは導電体で形成され得る。ゲート導電体121、124bの側面は好ましくは、基板110の表面
に対して傾いており、その傾斜角は好ましくは約30゜～約80゜である。
【００２３】
　図4、5に示されているように、ゲート導電体121、124bの上には、窒化ケイ素（SiNx）
または酸化ケイ素（SiOx）から成るゲート絶縁膜140が形成されている。ゲート絶縁膜140
の上には、水素化非晶質シリコン（a－Si：H）または多結晶シリコンから成る、複数の第
１半導体154a及び第２半導体154bが形成されている。第１半導体154aは第１制御電極124a
の上に位置する島型の層であり、第２半導体154bは第２制御電極124bの上に位置する島型
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の層である。第１半導体154aの上には第１抵抗性接触部材の対163a、165aが形成され、第
２半導体154bの上には第２抵抗性接触部材の対163b、165bが形成されている。各抵抗性接
触部材163a、163b、165a、165bは島形であり、（リンなどのn型不純物が高濃度にドーピ
ングされている）n+水素化非晶質シリコン、またはシリサイドから成る。
【００２４】
　抵抗性接触部材163a、163b、165a、165b及びゲート絶縁膜140の上には、複数のデータ
導電体が形成されている。データ導電体は、複数のデータ線、複数の駆動電圧線172、複
数の第１出力電極175a、及び複数の第２出力電極175bを含む。
【００２５】
　データ線は第１データ線1711及び第２データ線1712から成り、主に画素マトリックスの
列方向に延びてゲート線121と交差する。第１データ線1711及び第２データ線1712は、第
１乃至第４副画素PXa、PXb、PXc、PXdを隔てて各画素の左右（画素マトリックスの行方向
での各画素の両端部）に配置されている。各データ線1711、1712は副画素ごとに、第１制
御電極124aに向かって延びている第１入力電極173aを含む。更に、各データ線1711、1712
の端部179は面積が広く、他の層または外部のデータ駆動部500（図1参照）に接続されて
いる。データ駆動部500が基板110の上に集積化されている場合、データ線がデータ駆動部
500と直結しても良い。
【００２６】
　各駆動電圧線172はデータ線1711、1712に対して実質的に平行に延び、各画素PXを二等
分している。各駆動電圧線172は、副画素ごとに、第２制御電極124bに向かって延びてい
る第２入力電極173bを含む。駆動電圧線172は維持電極127と重なっている。尚、両者の間
が接続されていても良い。
【００２７】
　第１出力電極175aと第２出力電極175bとは副画素ごとに形成され、互いからも、データ
線1711、1712、及び駆動電圧線172のいずれからも分離されている。第１入力電極173aと
第１出力電極175aとは第１制御電極124aの上方で所定の距離を隔てて対向し、第２入力電
極173bと第２出力電極175bとは第２制御電極124bの上方で所定の距離を隔てて対向してい
る。
【００２８】
　上記のように、４個の副画素から成る一つの画素に、２本のデータ線1711、1712、及び
一本の駆動電圧線172が接続されているので、本発明の第１実施例による有機発光表示装
置は画素の開口率が高い。つまり、各画素では、４個の副画素に接続されているデータ線
の総数が４本ではなく２本しかないので、データ線の占める面積の割合が低い。更に、各
画素では、４個の副画素に接続されている駆動電圧線の総数が２本ではなく１本しかない
ので、駆動電圧線の占める面積の割合が低い。こうして、画素の開口率が向上する。また
、一つの画素を通過するデータ線1711、1712の数が少ないので、データ駆動部500に含ま
れるべき集積回路の数も少ない。従って、製造コストが低い。その上、一つの画素を通過
するデータ線1711、1712の数、及び駆動電圧線172の数がいずれも少ないので、データ線
と駆動電圧線との間に短絡等の不良が発生する危険性が低い。こうして、第１実施例によ
る有機発光表示装置は収率が高い。
【００２９】
　データ導電体1711、1712、172、175a、175bは好ましくは、モリブデン、クロム、タン
タル、若しくはチタニウムなどの耐熱性金属、またはそれらの合金で形成されている。更
に好ましくは、データ導電体が、耐熱性金属膜と低抵抗導電膜とを含む多重膜である。多
重膜構造の例としては、クロム下部膜またはモリブデン（合金）下部膜とアルミニウム（
合金）上部膜との二重膜、モリブデン（合金）下部膜とアルミニウム（合金）中間膜とモ
リブデン（合金）上部膜との三重膜が知られている。尚、データ導電体1711、1712、172
、175a、175bはその他にも、多様な金属または導電体で形成され得る。ゲート導電体121
、124bと同様に、データ導電体1711、1712、172、175a、175bの側面も、好ましくは、基
板110の表面に対して30゜～80゜程度の角度で傾いている。
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【００３０】
　抵抗性接触部材163aは第１半導体154aと第１入力電極173aとの間に介在し、両者間の接
触抵抗を低くする。抵抗性接触部材165aは第１半導体154aと第１出力電極175aとの間に介
在し、両者間の接触抵抗を低くする。抵抗性接触部材163bは第２半導体154bと第２入力電
極173bとの間に介在し、両者間の接触抵抗を低くする。抵抗性接触部材165bは第２半導体
154bと第２出力電極175bとの間に介在し、両者間の接触抵抗を低くする。
【００３１】
　半導体154a、154bには、入力電極173a、173bと出力電極175a、175bとの間を始め、デー
タ導電体1711、1712、172、175a、175bで覆われずに露出した部分がある。データ導電体1
711、1712、172、175a、175b、及び半導体154a、154bの露出部分の上には保護膜180が形
成されている。保護膜180pは好ましくは、窒化ケイ素や酸化ケイ素などの無機絶縁物、有
機絶縁物、又は低誘電率絶縁物などで形成されている。有機絶縁物と低誘電率絶縁物とは
好ましくは、誘電常数が4.0以下である。低誘電率絶縁物の例としては、プラズマ化学気
相蒸着（ＰＥＣＶＤ）で形成されるa－Si：C：Oやa－Si：O：Fなどが挙げられる。有機絶
縁物は感光性を有しても良い。その場合、保護膜180の表面を平坦にできる。更に、保護
膜180pが下部無機膜と上部有機膜との二重膜であっても良い。その場合、有機膜の優れた
絶縁特性を生かしながら、半導体154a、154bの露出部分を保護できる。
　保護膜180pには、データ線1711、1712の端部179を露出させる接触孔182、第１出力電極
175aを露出させる接触孔185a、及び、第２出力電極175bを露出させる接触孔185bが形成さ
れている。保護膜180とゲート絶縁膜140とには、ゲート線121の端部129を露出させる接触
孔181、及び、第２入力電極124bを露出させる接触孔184が形成されている。
【００３２】
　保護膜180pの上には複数の色フィルタ230が形成されている。色フィルタ230は好ましく
は帯状であり、画素電極191の列に沿って長く延びている。隣接する二つの色フィルタ230
はデータ線1711、1712の上で重なっている。色フィルタ230は好ましくは有機膜から成る
ので、データ線1711、1712の上で重なっている部分が画素電極191とデータ線1711、1712
との間を絶縁している。その重なり部分は更に、隣接する二つの画素電極191の間からの
光漏れを防止する。
【００３３】
　接触孔185aの上を覆う色フィルタ230の部分には貫通孔235が形成され、接触孔185bの上
を覆う色フィルタ230の部分には貫通孔237が形成され、接触孔184の上を覆う色フィルタ2
30の部分には貫通孔236が形成されている。貫通孔235は接触孔185aより大きい。貫通孔23
7は接触孔185bより大きい。貫通孔236は接触孔184より大きい。ゲート線121の端部129及
びデータ線の端部179が位置する表示パネルの周縁領域には色フィルタ230が形成されてい
ない。
【００３４】
　各色フィルタ230の色は好ましくは、三原色（赤色、緑色、及び青色）などの基本色の
一つである。更に好ましくは、赤色画素には赤色の色フィルタが備えられ、緑色画素には
緑色の色フィルタが備えられ、青色画素には青色の色フィルタが備えられている。一方、
白色画素には色フィルタが備えられていない。
【００３５】
　色フィルタ230の上にはオーバコート膜180qが形成されている。オーバコート膜180qは
好ましくは有機絶縁物から成る。オーバコート膜180qは、色フィルタ230の露出を防止す
ると共に、その表面を平坦化させる。尚、オーバコート膜180qは省略されても良い。
【００３６】
　オーバコート膜180qの上には複数の画素電極191と複数の連結部材85とが形成され、表
示パネルの周縁領域では保護膜180pの上に複数の接触補助部材81、82が形成されている。
それらは好ましくは、ＩＴＯ若しくはＩＺＯなどの透明な導電物質、又は、アルミニウム
、銀、またはそれらの合金などの光反射率の高い金属で形成されている。画素電極191は
、接触孔185bを介して第２出力電極175bと物理的・電気的に連結されている。連結部材85
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は、接触孔184、185aを介して第２制御電極124bと第１出力電極175aとの間を連結してい
る。接触補助部材81は接触孔181を介してゲート線121の端部129に連結され、接触補助部
材82は接触孔182を介してデータ線の端部179に連結されている。接触補助部材81、82はそ
れぞれ、ゲート線121の端部129と外部装置との間、及びデータ線の端部179と外部装置と
の間の接着を補完し、各接着部を保護する。
【００３７】
　オーバコート膜180qの上には隔壁361が形成されている。隔壁361は有機絶縁物または無
機絶縁物で形成され、画素電極191の周辺を堤防のように囲んで開口部365を区切っている
。隔壁361は特に、黒色顔料を含む感光剤で形成されても良い。その場合、隔壁361は遮光
部材の役割を果たすことができる。更に、その形成工程が簡単である。
【００３８】
　隔壁361で区切られた開口部365の内部には有機発光部材370が形成されている。有機発
光部材370は、三原色（赤色、緑色、青色）などの基本色のいずれかで発光する有機物質
で形成されている。有機発光部材370は、発光層の他に、発光層の発光効率を向上させる
ための付帯層を含む多層構造であっても良い。付帯層には、電子と正孔との均衡を保つた
めの電子輸送層と正孔輸送層、及び、電極からの電子の注入を強化するための電子注入層
と電極からの正孔の注入を強化するための正孔注入層がある。
【００３９】
　有機発光部材370の上には共通電極270が形成されている。共通電極270には共通電圧Vss
が印加される。共通電極270は好ましくは、カルシウム（Ca）、バリウム（Ba）、マグネ
シウム（Mg）、アルミニウム、若しくは銀などを含む光反射率の高い金属、またはＩＴＯ
若しくはＩＺＯなどの透明な導電物質で形成されている。
【００４０】
　ゲート線1212に連結されている第１制御電極124a、データ線1711に連結されている第１
入力電極173a、及び第１出力電極175aは、第１半導体154aと共に、スイッチング薄膜トラ
ンジスタQsを成す。スイッチング薄膜トランジスタQsのチャンネルは、第１入力電極173a
と第１出力電極175aとの間を接続している第１半導体154aの部分に形成される。第１出力
電極175aに連結されている第２制御電極124b、駆動電圧線172に連結されている第２入力
電極173b、及び画素電極191に連結されている第２出力電極175bは、第２半導体154bと共
に、駆動薄膜トランジスタQdを成す。駆動薄膜トランジスタQdのチャンネルは、第２入力
電極173bと第２出力電極175bとの間を接続している第２半導体154bに形成される。画素電
極191、有機発光部材370、及び共通電極270は有機発光ダイオードLDを成す。ここで、画
素電極191がアノードであり、かつ共通電極270がカソードであっても、反対に、画素電極
191がカソードであり、かつ共通電極270がアノードであっても良い。維持電極127と駆動
電圧線172との重なり部分はストレージキャパシタCstを構成する。
【００４１】
　各副画素は基板110の上方または下方に光を放つ。前面発光方式では不透明な画素電極1
91と透明な共通電極270とが採用され、各副画素が基板110の上方に光を放つ。背面発光方
式では透明な画素電極191と不透明な共通電極270とが採用され、各副画素が基板110の下
方に光を放つ。
【００４２】
　半導体154a、154bが多結晶シリコンである場合、各半導体が、制御電極124a、124bと対
向する真性領域、及び、その両側に位置した不純物領域を含む。不純物領域は入力電極17
3a、173b及び出力電極175a、175bと電気的に連結されている。尚、抵抗性接触部材163a、
163b、165a、165bは省略されても良い。
【００４３】
　制御電極は半導体の上に配置されても良い。その場合、ゲート絶縁膜が半導体と制御電
極との間を覆う。更に、データ導電体はゲート絶縁膜の上に位置し、ゲート絶縁膜に形成
された接触孔を介して半導体と電気的に連結される。その他に、データ導電体が半導体の
下に配置され、その上の半導体と電気的に接触しても良い。
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【００４４】
　次に、図6～図10を参照しながら、本発明の第２実施例による有機発光表示装置につい
て詳細に説明する。
　図6に示されているように、各画素は、２行２列の碁盤模様に配列された４個の副画素P
Xa、PXb、PXc、PXdを含む。各副画素PXa、PXb、PXc、PXdは、赤色、緑色、青色、及び白
色のいずれかを表示する。各画素は、上部走査信号線Giと下部走査信号線Gi＋1、左側デ
ータ線Djと右側データ線Dj＋1、及び第１駆動電圧線VLaと第２駆動電圧線VLbとをに接続
されている。走査信号線Gi、Gi＋1は画素マトリックスの行方向に沿って互いにほぼ平行
に延びている。データ線Dj、Dj＋1は画素マトリックスの列方向に互いにほぼ平行に延び
ている。第１駆動電圧線VLaはデータ線Dj、Dj＋1に対して平行に延びている。第２駆動電
圧線VLbは走査信号線Gi、Gi＋1に対して平行に延びている。二つの駆動電圧線VLa、VLbは
交差し、かつ各交差点で連結されている。上部走査信号線Giは第１副画素PXa及び第２副
画素PXb）にゲート信号を伝達し、下部走査信号線Gi＋1は第３副画素PXc及び第４副画素P
Xdにゲート信号を伝達する。左側データ線Djは第１副画素PXa及び第３副画素PXcにデータ
信号を伝達し、右側データ線Dj＋1は第２副画素PXb及び第４副画素PXdにデータ信号を伝
達する。第１駆動電圧線VLa及び第２駆動電圧線VLbは協働して第１乃至第４副画素PXa、P
Xb、PXc、PXdに駆動電圧を伝達する。
【００４５】
　各副画素PXa、PXb、PXc、PXdは、有機発光ダイオードLD、駆動トランジスタQd、キャパ
シタCst、及びスイッチングトランジスタQsを含む。それらは第１実施例でのものと同様
であるので、それらについては第１実施例での説明を援用する。
【００４６】
　図7乃至図10を参照しながら、図6に示した有機発光表示装置を具体化したものの一例に
ついて詳細に説明する。
　図7に示されているように、この例による有機発光表示装置では、各画素が、２行２列
の碁盤模様に配列された第１副画素PXa、第２副画素PXb、第３副画素PXc、及び第４副画
素PXdから成る。
【００４７】
　透明なガラスまたはプラスチックから成る絶縁基板110の上に複数のゲート導電体が形
成されている。ゲート導電体は、第１制御電極124aを含む複数のゲート線、及び、複数の
第２制御電極124bから成る。ゲート線は上部ゲート線121a及び下部ゲート線121bの２種類
から成り、主に画素マトリックスの行方向に延びている。上部ゲート線121a及び下部ゲー
ト線121bは、同じ画素に含まれる第１乃至第４副画素PXa、PXb、PXc、PXdを隔てて各画素
の上下に配置されている。各ゲート線の端部129は面積が広く、他の層または外部のゲー
ト駆動部400（図1参照）に接続されている。各上側ゲート線121aからは副画素ごとに、第
１制御電極124aが下に延びている。各下側ゲート線121bからは副画素ごとに、第１制御電
極124aが上に延びている。第２制御電極124bは副画素ごとに形成され、各ゲート線121a、
121bから分離されている。各第２制御電極124bは屈曲し、各副画素の境界線に沿って行方
向に延びている部分と列方向に延びている部分との組み合わせから成る。
【００４８】
　図8～図10に示されているように、ゲート導電体121a、121b、124bの上にはゲート絶縁
膜140が形成されている。ゲート絶縁膜140の上には副画素ごとに、第１半導体154a及び第
２半導体154bが形成されている。第１半導体154a及び第２半導体154aの各々は島型である
。第１半導体154aは第１制御電極124aの上に位置し、第２半導体154bは第２制御電極124b
の上に位置する。第２半導体154bは特に第２制御電極124bと同様に屈曲している。
【００４９】
　図8、9に示されているように、第１半導体154aの上には第１抵抗性接触部材の対163a、
165aが形成され、第２半導体154bの上には第２抵抗性接触部材の対163b、165bが形成され
ている。抵抗性接触部材163a、163b、165a、165b、及びゲート絶縁膜140の上にはデータ
導電体が形成されている。データ導電体は、データ線171l、171r、駆動電圧線172a、172b
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、第１出力電極175a、及び第２出力電極175bを含む。
【００５０】
　データ線は第１データ線171l及び第２データ線171rの２種類から成り、主に画素マトリ
ックスの列方向に延びてゲート線121と交差する。第１データ線171l及び第２データ線171
rは、同じ画素に含まれる第１乃至第４副画素PXa、PXb、PXc、PXdを隔てて各画素の左右
に配置されている。各副画素の第１制御電極124aに重なっている各データ線171l、171rの
部分は第１入力電極173aとして利用される。各データ線171l、171rの端部179は面積が広
く、他の層または外部のデータ駆動部500（図1参照）に接続されている。
【００５１】
　駆動電圧線は第１駆動電圧線172a及び第２駆動電圧線172bから成る。第１駆動電圧線17
2aは各画素PXの中央を、データ線171に対して実質的に平行に延びている。第２駆動電圧
線172bは各画素PXの中央を、ゲート線121に対して実質的に平行に延びている。第１駆動
電圧線172a及び第２駆動電圧線172bは互いに交差する。各第１駆動電圧線172aは副画素ご
とに、第２制御電極124bの行方向の部分に沿って延びている第２入力電極173bを含む。各
第１駆動電圧線172aでは更に、各副画素の境界線に沿って列方向に延びている部分も第２
入力電極173bとして利用される。
【００５２】
　第１出力電極175a及び第２出力電極175a、175bは副画素ごとに形成され、互いからも、
データ線171l、171r、及び駆動電圧線172a、172bのいずれからも分離されている。第１入
力電極173aと第１出力電極175aとは第１制御電極124aの上方で所定の距離を隔てて対向し
ている。第２入力電極173bと第２出力電極175bとは第２制御電極124bの上方で所定の距離
を隔てて対向している。
【００５３】
　図8～図10に示されているように、データ導電体171l、171r、172a、172b、175a、175b
、半導体154a、154bの露出部分、及びゲート絶縁膜140の上には保護膜180pが形成されて
いる。保護膜180pには複数の接触孔182、185a、185b、187、188a、188bが形成されている
。接触孔182からはデータ線171の端部179が露出し、接触孔185aからは第１出力電極175a
が露出し、接触孔185bからは第２出力電極175bが露出し、接触孔187からは第２駆動電圧
線172bに重なっている第１駆動電圧線172aの部分が露出し、接触孔185a、185bの各々から
は第２駆動電圧線172bが一部分ずつ露出している。保護膜180pとゲート絶縁膜140とには
複数の接触孔181、184が形成されている。接触孔181からはゲート線121a、121bの各端部1
29が露出し、接触孔184からは第２制御電極124bが露出している。
【００５４】
　図8及び図9に示されているように、保護膜180pの上には複数の色フィルタ230が形成さ
れている。接触孔185a、184、185b、187、188a、188bの各々を覆う色フィルタ230の部分
には貫通孔235、236、237、238、239が形成されている。貫通孔235、236、237、238、239
は各々の下地にある接触孔185a、184、185b、187、188bより大きい。尚、ゲート線121の
端部129及びデータ線171の端部179を含む表示パネルの周辺領域には色フィルタ230が形成
されていない。
【００５５】
　図8及び図9に示されているように、色フィルタ230の上にはオーバコート膜180qが形成
されている。オーバコート膜180qの上には、複数の画素電極191、複数の第１連結部材85
、及び第２連結部材87が形成されている。画素電極191は接触孔185bを介して第２出力電
極175bと物理的、電気的に連結されている。第１連結部材85は接触孔184を介して第２制
御電極124bに連結され、接触孔185aを介して第１出力電極175aに連結されている。第２連
結部材87は、接触孔187を介して第１駆動電圧線172aに連結され、接触孔188a、188bを介
して第２駆動電圧線172bに連結されている。
【００５６】
　図10に示されているように、表示パネルの周縁領域では、保護膜180pの上に複数の接触
補助部材81、82が形成されている。接触補助部材81は接触孔181を介してゲート線121の端
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部129に連結され、接触補助部材82は接触孔182を介してデータ線171の端部179に連結され
ている。接触補助部材81、82はそれぞれ、ゲート線121の端部129と外部の装置との間の接
着、及びデータ線171の端部179と外部の装置との間の接着を補完し、それらの接着部を保
護する。
【００５７】
　保護膜180の上には隔壁361が形成されている。隔壁361は、画素電極191の周辺を堤防の
ように囲んで開口部365を定めている。隔壁361は好ましくは有機絶縁物または無機絶縁物
で形成されている。隔壁361で区切られた開口部365の内部には有機発光部材370が形成さ
れている。有機発光部材370の上には共通電極270が形成されている。
【００５８】
　上記のように、図7～図10に示されている第２実施例による有機発光表示装置では、４
個の副画素から成る一つの画素に２本のデータ線171l、171rが接続されているので、画素
の開口率が高い。つまり、各画素では、４個の副画素に接続されているデータ線の総数が
４本ではなく２本しかないので、データ線の占める面積の割合が低い。こうして、画素の
開口率が向上する。更に、一つの画素を通過するデータ線1711、1712の数が少ないので、
データ駆動部500に含まれるべき集積回路の数も少ない。従って、製造コストが低い。そ
の上、データ線の間に短絡等の不良が発生する危険性が低い。こうして、第２実施例によ
る有機発光表示装置は収率が高い。
【００５９】
　第２実施例による有機発光表示装置では更に、一つの画素に、列方向に延びている第１
駆動電圧線172aと、行方向に延びている第２駆動電圧線172bとを一本ずつ接続する。それ
により、各駆動電圧線の幅を小さく維持して画素の開口率を低く維持しながら、駆動電圧
線全体の電流容量を十分に大きく維持できる。従って、大画面の有機表示装置でも、電圧
降下量の過大な変動に起因する駆動電圧の不安定化が十分に抑えられるので、画面全体で
の画質の均一性が高い。
【００６０】
　図6に示した第２実施例による有機発光表示装置は、図11及び図12のように具体化され
ても良い。ここで、図11及び図12では、図7～図10に示されている構成要素と同様な構成
要素に対しては、図7～図10に示されている符号と同じ符号を付す。更に、それら同様な
構成要素の詳細については、図7～図10に関する上記の説明を援用する。
　図11及び図12に示されている第２実施例による有機発光表示装置では、図7～図10に示
されている有機発光表示装置とは異なり、第１駆動電圧線172aと第２駆動電圧線172bとが
直に接触している。つまり、ゲート絶縁膜140に形成された接触孔189から第２駆動電圧線
172bを露出させ、接触孔189を介して第１駆動電圧線172aを第２駆動電圧線172bの露出部
分に連結している。それにより、その連結部分の抵抗を更に低下させることができる。
【００６１】
　次に、図13～図16を参照しながら、本発明の第３実施例による有機発光表示装置につい
て詳細に説明する。
　図13に示されているように、各画素は、２行２列の碁盤模様に配列された４個の副画素
PXa、PXb、PXc、PXdから成る。各副画素PXa、PXb、PXc、PXdは、赤色、緑色、青色、及び
白色のいずれか一つを表示する。
【００６２】
　第３実施例による有機発光表示装置は、上部走査信号線Giと下部走査信号線Gi＋1、左
側データ線Djと右側データ線Dj＋1、左側駆動電圧線VLjと右側駆動電圧線VLj＋1、及び遮
光部材BMを含む。走査信号線Gi、Gi＋1は画素マトリックスの行方向にほぼ平行に延びて
いる。データ線Dj、Dj＋1は画素マトリックスの列方向にほぼ平行に延びている。駆動電
圧線VLj、VLj＋1はデータ線Dj、Dj＋1に対して平行に延びている。遮光部材BMは駆動電圧
線VLj、VLj＋1に連結されている。上部走査信号線Giは第１副画素PXa及び第２副画素PXb
にゲート信号を伝達し、下部走査信号線Gi＋1は第３副画素PXc及び第４副画素PXdにゲー
ト信号を伝達する。左側データ線Djは第１副画素PXa及び第３副画素PXcにデータ信号を伝
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達し、右側データ線Dj＋1は第２副画素PXb及び第４副画素PXdにデータ信号を伝達する。
駆動電圧線VLj、VLj＋1、及び遮光部材BMは第１～第４副画素PXa、PXb、PXc、PXdに駆動
電圧を伝達する。
【００６３】
　各副画素PXa、PXb、PXc、PXdは、有機発光ダイオードLD、駆動トランジスタQd、キャパ
シタCst、及びスイッチングトランジスタQsを含む。それらの構成要素は第１実施例に含
まれるものと同様であるので、それらの詳細については第１実施例の説明を援用する。
【００６４】
　次に、図14～図16を参照しながら、図13に示した有機発光表示装置の一例について詳細
に説明する。
　透明なガラスまたはプラスチックから成る絶縁基板110の上に遮光部材220が形成されて
いる。遮光部材220は、画素マトリックスの行方向に延びている横線、及び列方向に延び
ている縦線を含む。横線及び縦線で区切られた領域は開口部を成す。遮光部材220は好ま
しくは金属から成り、駆動電圧を伝達する。遮光部材220の側面は基板110の表面に対して
傾いており、その傾斜角は好ましくは約30゜～約80゜である。
【００６５】
　遮光部材220の上には絶縁膜221が形成されている。絶縁膜221は好ましくは金属酸化膜
から成る。絶縁膜221の上には複数のゲート導電体が形成されている。ゲート導電体は、
第１制御電極124aを含むゲート線121、及び第２制御電極124bを含む。ゲート線121は主に
画素マトリックスの行方向に延びている。各ゲート線121の端部129は面積が広く、他の層
または外部の走査駆動部400に接続されている。第１制御電極124aは副画素ごとに、ゲー
ト線121から上に延びている（図14とは異なり、下に延びていても良い）。第２制御電極1
24bは副画素ごとに形成され、ゲート線121からは分離されている。第２制御電極124bは各
副画素の境界線に沿って列方向に延びている。
【００６６】
　図15及び図16に示されているように、ゲート導電体121、124bの上にはゲート絶縁膜140
が形成されている。ゲート絶縁膜140の上には副画素ごとに、島型の第１半導体154a及び
第２半導体154bが形成されている。第１半導体154aは第１制御電極124aの上に位置し、第
２半導体154bは第２制御電極124bの上に位置する。第１半導体154aの上には第１抵抗性接
触部材の対163a、165aが所定の距離を隔てて形成され、第２半導体154bの上には第２抵抗
性接触部材の対163b、165bが所定の距離を隔てて形成されている。
【００６７】
　抵抗性接触部材163a、163b、165a、165b、及びゲート絶縁膜140の上には複数のデータ
導電体が形成されている。データ導電体は、データ線171、駆動電圧線172、第１出力電極
175a、及び第２出力電極175bを含む。データ線171は主に画素マトリックスの列方向に延
びてゲート線121と交差する。各データ線171は副画素ごとに、第１制御電極124aに向かっ
て延びた第１入力電極173aを含む。各データ線171の端部179は面積が広く、他の層または
外部のデータ駆動部500に接続されている。駆動電圧線172はデータ線171に対して実質的
に平行に延びている。各駆動電圧線172は副画素ごとに、第２制御電極124bに向かって突
出した第２入力電極173bを含む。第１出力電極175a及び第２出力電極175bは副画素ごとに
形成され、互いから分離され、データ線171及び駆動電圧線172のいずれからも分離されて
いる。第１入力電極173aと第１出力電極175aとは第１制御電極124aの上方で所定の距離を
隔てて対向している。第２出力電極175bは屈曲し、各副画素の境界線に沿って行方向に延
びている部分と列方向に延びている部分との組み合わせから成る。第２入力電極173bと第
２出力電極175bの列方向に延びている部分とは第２制御電極124bの上方で所定の距離を隔
てて対向している。
【００６８】
　図15及び図16に示されているように、データ導電体171、172、175a、175b、半導体154a
、154bの各露出部分、及びゲート絶縁膜140の上には保護膜180pが形成されている。保護
膜180pには複数の接触孔182、185a、185b、187が形成されている。接触孔182からはデー
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タ線171の端部179が露出し、接触孔185aからは第１出力電極175aが露出し、接触孔185bか
らは第２出力電極175bの行方向に延びている部分が露出し、接触孔187からは駆動電圧線1
72の一部分が露出している。保護膜180pとゲート絶縁膜140とには複数の接触孔181、184
が形成されている。接触孔181からはゲート線121の端部129が露出し、接触孔184からは第
２入力電極124bが露出している。保護膜180p、ゲート絶縁膜140、及び絶縁膜221には複数
の接触孔186が形成されている。接触孔186からは遮光部材220の一部が露出している。
【００６９】
　図15及び図16に示されているように、保護膜180pの上には複数の色フィルタ230が形成
されている。接触孔184、185a、185b、186、187の各々を覆う色フィルタ230の部分には貫
通孔236、235、237、239、238が形成されている。貫通孔235、236、237、238、239は各々
の下地にある接触孔185a、184、185b、187、186より大きい。尚、ゲート線121の端部129
及びデータ線171の端部179が位置した表示パネルの周縁領域には色フィルタ230が形成さ
れていない。各色フィルタ230の色は三原色（赤色、緑色、及び青色）などの基本色の一
つである。つまり、赤色画素には赤色の色フィルタが備えられ、緑色画素には緑色の色フ
ィルタが備えられ、青色画素には青色の色フィルタが備えられている。一方、白色画素に
は色フィルタが備えられていない。
【００７０】
　図15及び図16に示されているように、色フィルタ230の上にはオーバコート膜180qが形
成されている。オーバコート膜180qの上には複数の画素電極191、複数の第１連結部材85
、及び複数の第２連結部材87が形成されている。表示パネルの周縁領域では保護膜180pの
上に複数の接触補助部材81、82が形成されている。それらは、ＩＴＯ若しくはＩＺＯなど
の透明な導電物質、又は、アルミニウム、銀、若しくはそれらの合金などの反射率の高い
金属で形成されている。
【００７１】
　画素電極191は、接触孔185bを介して第２出力電極175bと物理的、電気的に連結されて
いる。第１連結部材85は、接触孔184を介して第２制御電極124bに連結され、接触孔185a
を介して第１出力電極175aに連結されている。第２連結部材87は、接触孔187を介して駆
動電圧線172に連結され、接触孔186を介して遮光部材220に連結されている。従って、遮
光部材220に対して印加された駆動電圧は駆動電圧線172を通して各副画素PXa、PXb、PXc
、PXdに伝達される。特に遮光部材220の電流容量により、駆動電圧線172の電流容量が補
われるので、複数の駆動電圧線172の間で、配線抵抗、線幅、及び厚さなどを調節すると
きの誤差に対する制限が緩和される。特に、駆動電圧を十分に安定化させたまま駆動電圧
線172の幅を小さくできるので、画素の高い開口率を確保できる。
【００７２】
　接触補助部材81は接触孔181を介してゲート線121の端部129に連結され、接触補助部材8
2は接触孔182を介してデータ線171の端部179に連結されている。接触補助部材81、82の各
々は、ゲート線121の端部129と外部装置との間の接着、及びデータ線171の端部179と外部
装置との間の接着を補完し、それらの接着部を保護する。
【００７３】
　図15及び図16に示されているように、オーバコート膜180qの上には隔壁361が形成され
ている。隔壁361は画素電極191の周辺を堤防のように囲んで開口部365を区切っている。
隔壁361は好ましくは、有機絶縁物または無機絶縁物で形成されている。隔壁361で区切ら
れた開口部365の内部には有機発光部材370が形成されている。ここで、図16に示されてい
るように、遮光部材220は、有機発光部材370が形成されていない部分を覆っている。つま
り、遮光部材220は各副画素の有機発光部材370の間を行方向及び列方向に延びている。そ
れにより、遮光部材220は副画素間からの光漏れを防ぐ。有機発光部材370の上には共通電
極270が形成されている。
【００７４】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳細に説明した。しかし、本発明の技術的範囲
は上記の実施例には限定されない。特許請求の範囲で定義されている本発明の基本概念を
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利用した当業者のいろいろな変形及び改良形態もまた、本発明の技術的範囲に属する。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の第１実施例による有機発光表示装置のブロック図である。
【図２】本発明の第１実施例による有機発光表示装置の等価回路図である。
【図３】本発明の第１実施例による有機発光表示装置の平面図である。
【図４】図3に示した折線IV－IVに沿った断面の展開図である。
【図５】図3に示した折線V－Vに沿った断面の展開図である。
【図６】本発明の第２実施例による有機発光表示装置の等価回路図である。
【図７】本発明の第２実施例による有機発光表示装置の平面図の一例である。
【図８】図7に示した折線VIII－VIIIに沿った断面の展開図である。
【図９】図7に示した折線IX－IXに沿った断面の展開図である。
【図１０】図7に示した折線X－Xに沿った断面の展開図である。
【図１１】本発明の第２実施例による有機発光表示装置の平面図の別の例である。
【図１２】図11に示した折線XII－XIIに沿った断面の展開図である。
【図１３】本発明の第３実施例による有機発光表示装置の等価回路図である。
【図１４】本発明の第３実施例による有機発光表示装置の平面図である。
【図１５】図14に示した折線XV－XVに沿った断面の展開図である。
【図１６】図14に示した折線XVI－XVIに沿った断面の展開図である。
【符号の説明】
【００７６】
　81、82　接触補助部材
　85、87　連結部材
　110　基板
　121、121a、121b、129　ゲート線
　124a、124b　制御電極
　127　維持電極
　140　ゲート絶縁膜
　154a、154b　島型半導体
　163a、165a、165a、165b　抵抗性接触部材
　171、171l、171r、179　データ線
　172、172a、172b　駆動電圧線
　173a、173b　入力電極
　175a、175b　出力電極
　180　保護膜
　181、182、184、185a、185b、187、188a、188b、189　接触孔
　191　画素電極
　270　共通電極
　230　色フィルタ
　235、236、237、238、239　貫通孔
　361　隔壁
　365　開口部
　370　有機発光部材
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